Resumen de la Celda de memoria RAM estéatica en tecn  ologia CMOS

El funcionamiento de los transistores NMOS (MOS canal N) lo podemaos resumir en:

Alta Z entre Drenador y Fuente
Corte (no conduce) | Vegs< 0 > “0”

Equivale a un Circuito abierto

Muy baja Z entre Drenador y
Conduccion Ves>0, 2 “1" |Fuente

Equivale a un Cortocircuito

Los transistores PMOS (MOS canal P) se comportan de forma totalmente opuesta. Asi,

Alta Z entre Drenador y Fuente
Corte (no conduce) |Ves>0 2> “1”

Equivale a un Circuito abierto

Muy baja Z entre Drenador y
Conduccién Ves<0, 2 “0" |Fuente

Equivale a un Cortocircuito

Celda de memoria CMOS
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Suponemos que tiene almacenado un “1” cuando el tra nsistor Q1 conduce . |

1. Lectura del “1” almacenado: _ (Q1 conduce ):

1°: Hay que direccionar la celda: WL=12V — Q5, Q6 conducen
2°: Hay almacenado un “1”y Q1 (canal N) conduce — Q2 (canal N) no conduce

3°: En Drenador de Q1 = Puerta de Q2 (canal N) hay un “0” —.en ﬁtenemos un “0”

En drenador de Q2 = Puerta de Q1 (canal n) hay un “1” — en BL tenemos un “1”
4°; En la Puerta de Q3 (canal P) hay un “1” — Q3 no conduce
En la Puerta de Q4 (canal P) hay un “0” — Q4 conduce.
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Solucién:

2. Lectura del “0” almacenado:

Vpp (alimentacion =12V)
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WL=12V— “1”

WL =12V.En BL leemos un"1"yen BL un "0"
Q5,0Q6,Q1y Q4 conducen. Q2 y Q3 no conducen

(Q1 no conduce ):

Manteniendo el mismo criterio, tener almacenado un “0” supone que Q1 no conduce .
Para leer el “0” almacenado (Q1 no conduce ):

1°: Hay que direccionar la celda: WL=12V — Q5, Q6 conducen
2°: Hay almacenado un “0” y Q1 no conduce — Q2 conduce
3% En Drenador de Q2 = Puerta de Q1 hay un “0” — en BL tenemos un “0”
En Drenador de Q1 = Puerta de Q2 hay un “1” —.en BL tenemos un “1”
4°: En la Puerta de Q3 (tipo P) hay un “0” — Q3 conduce
En la Puerta de Q4 (tipo P) hay un “1” — Q4 no conduce.
. Vpp (alimentacion =12V)
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WL=12V— “1”
WL =12V.En BL leemos un"0"yenBL un "1"
Solucion:
Q5,06,0Q2 y Q3 conducen. Q1y Q4 no conducen

3. Escritura de un “1":

Para Escribir un “1” , debemos hacer que Q1 conduzca :

1°: Hay que direccionar la celda: WL=12V — Q5, Q6 conducen

2°. Ponemos en BL un “1”" (12 V) yen

BL un“0” (OV)
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3% En la Puerta de Q1 hay un “1” — Q1 conduce
En la Puerta de Q2 hay un “0” — Q2 no conduce

4°; En la Puerta de Q3 (tipo P) hay un “1” — Q3 no conduce
En la Puerta de Q4 (tipo P) hay un “0” — Q4 conduce.
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Ponemos: WL =12V, BL =12V, BL =0V
Q5,0Q6,Q1y Q4 conducen. Q2 y Q3 no conducen

Solucién:

4. Escritura de un “0”:

Para Escribir un “0” , debemos hacer que Q1 no conduzca :

1°: Hay que direccionar la celda: WL=12V — Q5, Q6 conducen

2° Ponemos en BLun“0" (0V)yen BL un“1” (a2v)

3% En la Puerta de Q1 hay un “0” — Q1 no conduce
En la Puerta de Q2 hay un “1” — Q2 conduce
4°; En la Puerta de Q3 (tipo P) hay un “0” — Q3 conduce
En la Puerta de Q4 (tipo P) hay un “1” — Q4 no conduce.

Vpp (alimentacion =12V) BL
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Ponemos: WL =12V, BL=0V, BL =12V
Q5,0Q6,0Q2 y Q3 conducen. Q1y Q4 no conducen
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Solucién:
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